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１．概要（Summary） 

窒化ガリウム(GaN)は、光デバイス・パワーデバイ

スの材料である。しかし、GaN 基板には転位という

欠陥が多く存在する。転位は積層させるデバイスにま

で突き抜け、特性を下げる原因となる。現在、転位の

低減技術として低温緩衝層の導入・ELO (Epitaxial 

Lateral Overgrowth)法といった手法があるが、大面

積にわたる転位の大幅な低減技術は確立されていな

い。本研究では、GaN 基板の転位低減、特にレーザ

照射時の転位の挙動解明を目的として研究を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 FIB-SEMダブルビーム装置 

 

【実験方法】 

透過型電子顕微鏡(TEM)で解析するための試料作製

に、FIB-SEMダブルビーム装置を用いた。FIB-SEMダ

ブルビーム装置は、SII ナノテクノロジー社製の

Xvision200DB を使用した。TEM で試料を観察するに

は、電子は試料と散乱・回折など相互作用するので、試

料を非常に薄くする必要がある。本研究では、試料を薄く

するための手段として、FIB-SEM ダブルビーム装置を用

いた。FIB-SEM ダブルビーム装置を用いることによって、

観察目的の場所をピンポイントで薄膜化することが可能で

ある。  

  FIB の原理は、集束したイオンビームを試料上に走査

させ、特定領域をスパッタエッチングして薄膜化するもの

である。通常、イオン源には Ga 液体金属を用いており、

加工過程は Ga イオンによって得られる SIM(Scanning 

Ion Microscope)像で確認できる。本研究では、プログラ

ミングと手動調整により加工を行い、最終的に 100nm 程

度の厚さまで行った。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 Fig.1、Fig.2 に FIB-SEM ダブルビーム装置により作

製された TEM試料を示す。薄膜の厚さは 100nm程度と

なっており、TEM観察に十分な厚さであることが分かる。 

 

Fig.1 SIM image of the processed sample 

 

Fig.2 SEM image of the same sample as the Fig. 1 
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